
                                                   TSE8098 产品资料 

 

达林顿管—TSE8098 

 

1、 概述与特点 

TSE8098 是硅外延、单片集成达林顿结构的 NPN 型功率晶体管。应用于线性和开关电路中的功

率器件。其封装形式为 TO-220。 

地址（ADD）：无锡新区硕放香楠一路 9 号         电话（Tel）：0510-80259777 

网址（Http）：Http://www.cldkj.com            传真（Fax）：0510-82261222 
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2、 电性能 

极限参数(Tamb=25℃) 

参数名称 符号 额定值 单位 

集电极-基极击穿电压 VCBO 300 V 

集电极-发射极击穿电压 VCEO 250 V 

发射极-基极击穿电压 VEBO 5 V 

集电极电流 IC 6 A 

基极电流 IB 1 A 

Tc=25℃ 65 W 
耗散功率 

Ta=25℃ 
Ptot

2 W 

贮存温度 Tstg -65～150 ℃ 

结温 Tj 150 ℃ 

 

电参数（Tamb=25℃） 

规范值 
参数名称 符号 单位

最小 典型 最大
测试条件 

集电极-发射截止电流 ICEO mA   0.5 VCE=250V，IB=0 

集电极-基极截止电流 ICBO mA   0.5 VCB=300V，IE=0 

发射极-基极截止电流 IEBO mA   0.5 VEB=5V，IC=0 

集电极-发射极击穿电压 VCEO(sus) V 250   IC = 500 mA，L=40mH 

集电极-发射极饱和电压 VCE(sat )* V   2 IC = 4 A，IB = 40 mA 

基极-发射极饱和电压 VBE(sat)* V   2.5 IC = 4 A ，IB = 40 mA 

2000   IC =2 A ，VCE = 2 V 
直流增益 hFE*  

200   IC = 4 A ，VCE = 2 V 

 


